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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成22年9月30日(2010.9.30)

【公開番号】特開2009-54661(P2009-54661A)
【公開日】平成21年3月12日(2009.3.12)
【年通号数】公開・登録公報2009-010
【出願番号】特願2007-217762(P2007-217762)
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【手続補正書】
【提出日】平成22年8月16日(2010.8.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の第１の凸部を有する第１のボンド基板を、前記複数の第１の凸部において劈開さ
せることで、複数の第１の半導体膜を形成し、
　複数の第２の凸部を有する第２のボンド基板を、前記複数の第２の凸部において劈開さ
せることで、前記複数の第１の半導体膜とは異なる結晶面方位を有する複数の第２の半導
体膜を形成し、
　前記複数の第１の半導体膜とベース基板とを貼り合わせ、
　前記複数の第２の半導体膜と前記ベース基板とを、前記複数の第１の半導体膜と前記複
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数の第２の半導体膜との間隔があくように貼り合わせ、
　前記複数の第１の半導体膜と前記複数の第２の半導体膜とをエッチングすることで、複
数の第３の半導体膜と複数の第４の半導体膜とを形成することを特徴とする半導体装置の
作製方法。
【請求項２】
　複数の第１の凸部を有する第１のボンド基板を、前記複数の第１の凸部において劈開さ
せることで、複数の第１の半導体膜を形成し、
　複数の第２の凸部を有する第２のボンド基板を、前記複数の第２の凸部において劈開さ
せることで、前記複数の第１の半導体膜とは異なる結晶面方位を有する複数の第２の半導
体膜を形成し、
　前記複数の第１の半導体膜とベース基板とを、前記複数の第１の半導体膜の前記劈開に
より露出した面が前記ベース基板側を向くように貼り合わせ、
　前記複数の第２の半導体膜と前記ベース基板とを、前記複数の第１の半導体膜と前記複
数の第２の半導体膜との間隔があくように、なおかつ前記複数の第２の半導体膜の前記劈
開により露出した面が前記ベース基板側を向くように貼り合わせ、
　前記複数の第１の半導体膜と前記複数の第２の半導体膜とをエッチングすることで、複
数の第３の半導体膜と複数の第４の半導体膜とを形成することを特徴とする半導体装置の
作製方法。
【請求項３】
　複数の第１の凸部を有する第１のボンド基板を、前記複数の第１の凸部において劈開さ
せることで、複数の第１の半導体膜を形成し、
　複数の第２の凸部を有する第２のボンド基板を、前記複数の第２の凸部において劈開さ
せることで、前記複数の第１の半導体膜とは異なる結晶面方位を有する複数の第２の半導
体膜を形成し、
　前記複数の第１の半導体膜とベース基板とを、前記複数の第１の半導体膜の前記劈開に
より露出した面の反対側の面が前記ベース基板側を向くように貼り合わせ、
　前記複数の第２の半導体膜と前記ベース基板とを、前記複数の第１の半導体膜と前記複
数の第２の半導体膜との間隔があくように、なおかつ前記複数の第２の半導体膜の前記劈
開により露出した面の反対側の面が前記ベース基板側を向くように貼り合わせ、
　前記複数の第１の半導体膜と前記複数の第２の半導体膜とをエッチングすることで、複
数の第３の半導体膜と複数の第４の半導体膜とを形成することを特徴とする半導体装置の
作製方法。
【請求項４】
　第１のドーピングにより第１のボンド基板に第１の欠陥層を形成し、
　前記第１のボンド基板を部分的にエッチングすることで、前記第１の欠陥層を有する複
数の第１の凸部を形成し、
　前記第１のボンド基板に熱処理を行い、前記第１の欠陥層において前記第１のボンド基
板を劈開させることで、複数の第１の半導体膜を形成し、
　第２のドーピングにより第２のボンド基板に第２の欠陥層を形成し、
　前記第２のボンド基板を部分的にエッチングすることで、前記第２の欠陥層を有する複
数の第２の凸部を形成し、
　前記第２のボンド基板に熱処理を行い、前記第２の欠陥層において前記第２のボンド基
板を劈開させることで、前記複数の第１の半導体膜とは異なる結晶面方位を有する複数の
第２の半導体膜を形成し、
　前記複数の第１の半導体膜とベース基板とを貼り合わせ、
　前記複数の第２の半導体膜と前記ベース基板とを、前記複数の第１の半導体膜と前記複
数の第２の半導体膜との間隔があくように貼り合わせ、
　前記複数の第１の半導体膜と前記複数の第２の半導体膜とをエッチングすることで、複
数の第３の半導体膜と複数の第４の半導体膜とを形成することを特徴とする半導体装置の
作製方法。
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【請求項５】
　第１のドーピングにより第１のボンド基板に第１の欠陥層を形成し、
　第２のドーピングにより前記第１のボンド基板に第２の欠陥層を選択的に形成し、
　前記第１のボンド基板に熱処理を行い、前記第１の欠陥層及び前記第２の欠陥層におい
て前記第１のボンド基板を劈開させることで、複数の第１の半導体膜を形成し、
　第３のドーピングにより第２のボンド基板に第３の欠陥層を形成し、
　第４のドーピングにより前記第２のボンド基板に第４の欠陥層を選択的に形成し、
　前記第２のボンド基板に熱処理を行い、前記第３の欠陥層及び前記第４の欠陥層におい
て前記第２のボンド基板を劈開させることで、前記複数の第１の半導体膜とは異なる結晶
面方位を有する複数の第２の半導体膜を形成し、
　前記複数の第１の半導体膜とベース基板とを貼り合わせ、
　前記複数の第２の半導体膜と前記ベース基板とを、前記複数の第１の半導体膜と前記複
数の第２の半導体膜との間隔があくように貼り合わせ、
　前記複数の第１の半導体膜と前記複数の第２の半導体膜とをエッチングすることで、複
数の第３の半導体膜と複数の第４の半導体膜とを形成することを特徴とする半導体装置の
作製方法。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一において、
　前記複数の第１の半導体膜と前記複数の第２の半導体膜に１０ＭＨｚ～１ＴＨｚの高周
波数の振動を加えることで、前記複数の第１の半導体膜と前記ベース基板との間、及び前
記複数の第２の半導体膜と前記ベース基板との間に摩擦熱を生じさせ、前記摩擦熱により
前記複数の第１の半導体膜と前記複数の第２の半導体膜を部分的に溶融させて前記複数の
第１の半導体膜と前記複数の第２の半導体膜を前記ベース基板に貼り合わせることを特徴
とする半導体装置の作製方法。
【請求項７】
　ボンド基板の劈開により形成される複数の半導体膜の一つを拾い上げるコレットと、
　前記コレットの位置を制御するコレット駆動部と、
　前記ボンド基板を支持する第１のステージと、ベース基板を支持する第２のステージと
、
　前記第１のステージまたは前記第２のステージの位置を制御するステージ駆動部と、
　前記コレットの位置情報、前記第１のステージの位置情報または前記第２のステージの
位置情報に従って、前記コレット駆動部または前記ステージ駆動部の動作を制御するＣＰ
Ｕと、を有することを特徴とする製造装置。
【請求項８】
　ボンド基板の劈開により形成される複数の半導体膜の一つを拾い上げるコレットと、
　前記コレットの位置を制御するコレット駆動部と、
　前記ボンド基板及びベース基板を支持するステージと、
　前記ステージの位置を制御するステージ駆動部と、
　前記コレットの位置情報または前記ステージの位置情報に従って、前記コレット駆動部
または前記ステージ駆動部の動作を制御するＣＰＵと、を有することを特徴とする製造装
置。
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